
Κβαληηθά ηξαλδίζηνξ 

 

 

Τα ηξαλδίζηνξ είλαη ε θηλεηήξηα δύλακε πνιιώλ πηπρώλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο. Από 

ηνπ ο πξνζωπηθνύο καο ππνινγηζηέο, ηηο αξηζκνκεραλέο καο, ηα θηλεηά καο ηειεθωλά, ωο ηα 

ΑΤΜ, θαη ηηο ηειενξάζεηο. Η αικαηώδεο εμέιημε ηνπο από ηε δεθαεηία ηνπ 1950 έρεη 

θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ εθζεηηθή αύμεζε ηεο αλζξώπηλεο πξνόδνπ ζηελ επηζηήκε θαη κεραληθή 

κέρξη ζήκεξα. Η εμέιημε απηή όκωο γίλεηαη δπζθνιόηεξε ζε θάζε ηεο βήκα αθνύ ππάξρεη ε 

αλάγθε ηα ηξαλδίζηνξ λα γίλνπλ κηθξόηεξα, θζελόηεξα θαη απνδνηηθόηεξα.  

Όζν θαηεβαίλνπκε ζηελ θιίκαθα ηνπ κεγέζνπο, ηόζν επεξεάδνπλ ηελ δηάηαμε ελόο 

ηξαλδίζηνξ νη λνκνί ηεο θβαληνκεραληθήο. Μεηαηξέπνληαο ην εκπόδην απηό ζε αξρή 

ιεηηνπξγηάο, ηα θβαληηθά ηξαλδίζηνξ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θπκαηηθέο ηδηόηεηεο ηωλ ζωκαηηδίωλ 

ζηε λαλνθιηκαθα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. Οη θύξηνη ηύπνη θβαληηθώλ ηξαλδίζηνξ είλαη ηα 

ηξαλδίζηνξ επίδξαζεο πεδίνπ-θαηλόκελνπ ζήξαγγαο (tunneling field effect transistors) TFET, 

ηα ηξαλδίζηνξ ελόο αηόκνπ θαη ηα ηξαλδίζηνξ θβαληηθήο ηειείαο ή θβαληηθνύ πεγαδηνύ. Αθνύ 

εμεηαζηεί ε αξρή ιεηηνπξγηάο θαη ν νξηζκόο ηωλ ηξαλδίζηνξ, ζα ζπδεηεζνύλ ηόζν ηα ΤFETs 

όζν θαη ηα ηξαλδίζηνξ ελόο αηόκνπ. 

 Η ιεηηνπξγηά ηωλ TFET βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν ζήξαγγαο, ηελ ηθαλόηεηα, δειαδή, ηωλ 

ειεθηξόληωλ λα δηεηζδύνπλ ζε θιαζηθά απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο όηαλ πεξηνξηζηνύλ ινγά ηεο 

θπκαηηθήο ηνπο θύζεο. Σε έλα TFET, ε δηάηαμε είλαη παξόκνηε κε απηή ηωλ θνηλώλ MOSFEΤ 

(metal oxide field effect transistor)  έρνληαο ηνπο ηξεηο αθξνδέθηεο Source-Drain-Gate, κε ηε 

δηαθνξά όηη ηα άθξα source θαη drain είλαη αληίζεηα ληνπαξηζκέλα, ελώ ελδηάκεζα ηνπο 

ππάξρεη θαη ελδνγελήο πεξηνρή (Σρ. 1). 

             

Κατά τθν εφαρμογι τάςθσ ςτθν Gate, τα θλεκτρόνια τθσ ενδογενοφσ περιοχισ 

ςυςςωρεφονται και όταν θ ηώνθ αγωγιμότθτασ τθσ ενδογενοφσ περιοχισ φτάςει τθ ηώνθ 

ςκζνουσ τθσ περιοχισ p-τφπου ςυμβαίνει το φαινόμενο ςιραγγασ και περνά ρεφμα μζςα 

από τθ διάταξθ. Όταν θ τάςθ ςτθν πφλθ ελαττωκεί οι ηώνεσ δεν είναι πλζον 

ευκυγραμμιςμζνεσ και δεν υπάρχει ρεφμα. 

Θεωρθτικοί υπολογιςμοί ζχουν δείξει ότι είναι δυνατι θ εξοικονόμθςθ ενεργείασ με χριςθ 

TFET ζναντι κλαςικών MOSFET διότι για μικρότερεσ τάςεισ (<60mV) τα TFET  αποδίδουν 

μεγαλφτερο ρεφμα. 



Τα τρανηίςτορ ενόσ ατόμου είναι μια ςχετικά νζα εφεφρεςθ που αποτελείται από ζνα μόνο 

άτομο (πχ. P) που ντοπάρει τοπικά ζνα υπόςτρωμα Si και δθμιουργεί ζνα κβαντικό πθγάδι 

ενόσ ατόμου που με τθν κατάλλθλθ τάςθ ςτισ δυο πφλεσ επιτρζπει θ απαγορεφει τθ 

διζλευςθ ρεφματοσ από τθν source ςτθν drain. 
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